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В последнее врем я резко  возросло значение электромагнитной 
совместимости совместно работаю щ их электронны х и  радиоэлектронных 
средств. О сновными источниками индустриальных помех в крупных городах 
являются лю минесцентны е источники освещ ения, представляю щ ие собой 
столбы плазмы, окруж енны е лю миноф ором. Для исследования ш умовых 
свойств таких светильников н а  радиотехническом  факультете С ГА У  в  рам
ках дисциплины «Электромагнитная совместимость» сущ ествует соответст
вующая лабораторная работа. В  настоящ ее врем я проводится модификация 
этой работы, направленная н а  изучение влияния реж има работы лам пы  на ее 
шумовые свойства. П ри  этом  столб плазмы м оделируется:
-диэлектрическим стерж нем  радиусом  R,

-диэлектрической проницаемостью  Е' ~ Е пе
т а 2 ’

-проводимостью д  _  j a  ” g2 (соотнош ение Э ккле [1]),
т а 2

где е  о -  диэлектрическая постоянная вакуума, И -  концентрация носителей 
зарядов, т  -  м асса электрона, е -  заряд электрона, а  -  рабочая частота.

Задачей лабораторны х исследований является установление связи 
тока через лампу с  диэлектрической проницаемостью  е ' и проводимостью  g.

В  настоящем докладе представлены результаты модификации лабо
раторной работы. Теория метода измерения диэлектрической проницаемости 
б и  проводимости g разработана С.А. М аркеловы м, экспериментальны е 
исследования вы полнены М .Г. И вановы м и Г .О . Черкасовым.

Для диагностики плазмы (определения е ' и  g ) использовался СВЧ 
метод, основанный на измерении элементов диаграммы  обратного рассеяния 
(ДОР), для чего столб плазмы (лю минесцентны й источник освещ ения) 
облучался электромагнитны м полем  мощ ностью  1 мкВ т в  3-см  диапазоне 
длин волн и  определялся элемент Г , | диаграммы обратного рассеяния, т.е. 
рассеянный обратны й поток с  то й  же поляризацией (в эксперименте -  
вертикальной), что и поток падаю щ ей волны.



Д ля анализа процесса рассеяния использовался м етод самосогласо
ванного поля, в  основе которого в  данном случае леж ит электродинамичес
кий расчет двух  изначально независимы х процессов -  падение электромаг
нитной волны  на столб плазмы  с  определением  поля н а  поверхности столба и 
обратное рассеяние электромагнитной волны столбом плазмы. Сшивая эти 
два реш ения, находим амплитуду и фазу коэффициента отражения Г. Для 
этого  мы раскладываем рассеянное поле по системе функций Ханкеля, 
откуда находится амплитуда поля на поверхности столба, что  и  позволяет 
сш ить два  реш ения. К ром е того  обеспечивается вы полнение граничных 
условий н а  поверхности столба, в  результате получаем соотношение для 
комплексной диэлектрической проницаемости плазмы.

Таким образом, студентам достаточно найти в  ходе лабораторной 
работы связь тока через лам пу с коэффициентом отражения Г, измеряемым 
при помощ и и змерительной линии, а при подготовке отчета по лабораторной 
работе -  рассчитать параметры  плазмы.

П редложенны й м етод  мож ет использоваться и  в  других задачах 
диагностики плазмы.
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Технические требования к  вновь разрабатываемы м космическим 
аппаратам  задаю т длительны й срок активного существования, с  увеличением 
которого все большее значение приобретает проблема анализа и  прогнозиро
вания электростатической обстановки возле поверхности аппарата. Нараста
ние абсолю тной величины  поверхностного потенциала увеличивает вероят
ность электростатического разряда (Э С Р) в  окружаю щ ую  плазму, а диффе
ренциальное нарастание потенциала на соседних участках м ожет вызывать 
Э С Р м еж ду ними; эти явления м огут причинить повреждения различной 
степени, вплоть д о потери К А  [1].

И нформация об  ожидаемом распределении заряда и  потенциала по 
поверхности К А  необходима уже на стадии его проектирования, когда 
возмож ен только расчет характеристик. П оверхность К А  неоднородна, и из-


